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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic element (10) comprising at least one metal body (15) and a layer sequence
(17) that is applied to a base (11) and that is designed to emit electromagnetic radiation and to which an insulation (12) is applied
to at least one of the lateral faces. The at least one metal body (15) is applied to at least one section of the insulation (12) and is

designed to be in heat-conducting contact with the base (11).
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(57) Zusammenfassung: Optoelektronisches Bauelement (10) mit zumindest einem Metallkérper (15) und einer Schichtenfolge
(17), die auf einem Grundkorper (11) aufgebracht ist und die dazu ausgebildet ist, eine elektromagnetische Strahlung zu emittieren
und bei der auf zumindest einer Seitenfldche eine Isolierung (12) aufgebracht ist, wobei der zumindest eine Metallkérper (15) auf
zumindest einen Bereich der Isolierung (12) aufgebracht ist und so ausgebildet ist, dass er in warmeleitenden Kontakt steht mit dem
Grundkorper (11).
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Beschreibung
Optoelektronisches Bauelement

Diese Patentanmeldung beansprucht die Priorititen der
deutschen Patentanmeldung 10 2007 061 480.4 und der deutschen
Patentanmeldung 10 2008 011 809.5, deren Offenbarungsgehalte

hiermit durch RlUckbezug aufgenommen werden.

In der Offenlegungsschrift DE 100 40 448 Al sind ein
Halbleiterchip und ein Verfahren zur Herstellung von _
Halbleiterchips in Dunnschichttechnik beschrieben. Auf einem
Substrat wird ein Schichtenverbund aus einer aktiven
Schichtenfolge und einer Grundschicht angeordnet. Ferner
werden dem Schichtenverbund eine Verstérkﬁngsschicht und eine
Hilfstragerschicht hinzugefligt, die auf galvanischem Wege auf
die Grundschicht aufgebracht werden, bevor das Substrat
abgeldst wird. Auf der Seite des abgeldsten Substrats wird
zur Handhabung der aus dem Schichtenverbund gebildeten

Halbleiterchips eine Folie auflaminiert.

Ferner ist aus der Offenlegungsschrift DE 102 34 978 Al ein
oberflichenmontierbares Halbleiterbauelement mit einem
Halbleiterchip und zwei externen Anschlissen bekannt, wobei

die externen Anschllisse an einer Folie angebracht sind.

Die Aufgabe, die der Erfindung zugrunde liegt, ist es, ein
optoelektronisches Bauelement zu schaffen, das mdglichst

effizient verwendbar ist.

Die Aufgabe wird geldst durch Merkmale des unabhingigen
Patentanspruchs. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung

sind in den Unteranspriichen gekennzeichnet.
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Die Erfindung zeichnet sich aus durch ein optoelektronisches
Bauelement mit zumindest einem Metallkdrper und einer
Schichtenfolge, die auf einem Grundkorper aufgebracht ist und
die dazu ausgebildet ist, eine elektromagnetische Strahlung
zu emittieren und bei der auf zumindest einer Seitenflache
eine Isolierung aufgebracht ist, wobei der zumindest eine
Metallkdérper auf zumindest einen Bereich der Isolierung
aufgebracht ist und so ausgebildet ist, dass er in

warmeleitenden Kontakt steht mit dem Grundkdrper.

Wahrend eines Beaufschlagens des optoelektronischen
Bauelementes mit einem Strom, so dass eine elektromagnetische
Strahlung emittiert wird, wird typischerweise immer auch eine
Warme erzeugt, die insbesonders bei optoelektronischen
Bauelementen in Hochstromanwendungen zu einer geringeren
Lichtausbeute und einer verminderten Betriebsdauer und sogar
zu einer Zerstdrung des optoelektronischen Bauelementes
fllhren kann. Ferner kann eine hohe Warmeerzeugung eine
Wellenldngenverschiebung der emittierten elektromagnetischen
Strahlung hervorrufen und somit eine Schwankung des

Farbortes.

Der Grundkérper ist vorgesehen zum Aufbringen der
Schichtenfolgen, die bei Beaufschlagung mit dem Strom die
elektromagnetische Strahlung emittieren. Auf dem Grundkdrper
kénnen eine oder mehrere Schichtenfolgen angeordnet sein. Der
Grundkdrper ist typischerweise als Warmesenke ausgebildet und
ist besonders geeignet, die wahrend des Betriebes des
optoelektronischen Bauelementes erzeugte Warme abzuleiten, so
dass das jeweilige optoelektronische Bauelement besonders
effizient betrieben werden kann. Damit die WArme besonders

gut an den Grundkdrper abgegeleitet werden kann, umfasst das



WO 2009/079978 PCT/DE2008/002036

optoelektronische Bauelement zumindest einen Metallkdrper,
der mit dem Grundkdrper in warmeleitenden Kontakt steht.
Damit mittels des Metallkdrpers kein Kurzschluss erzeugt
wird, ist auf zumindest einer Seitenfldche der Schichtenfolge
eine Isolierung aufgebracht, die bevorzugt elektrisch
isolierend ausgebildet ist und die Schichtenfolge vor
Verschmutzungen beispielsweise wahrend eines Vereinzelns der
optoelektronischen Bauelemente schiitzt. Dex Metallkdrper kann
einer oder mehreren Seitenflachen des optoelektronischen
Bauelementes zugeordnet sein. Dadurch kann, je nach
Anforderung an die Warmeableitung des jeweiligen
optoelektronischen Bauelementes, die Warme besonders geeignet
abgeleitetAwerden und das optoelektronische Bauelement

besonders effizient betrieben werden.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die Isolierung als
Isolationsschicht oder als Isolationsschichtenfolge

ausgebildet.

Dadurch kann besonders sicher eine elektrische Isolierung
zwischen dem Metallkéfper und der Schichtenfolge
gewdhrleistet werden. Ferner kann mittels der
Isolationsschicht oder mittels der Isolationsschichtenfolge
ein sicherer Schutz vor Verschmutzungen der Schichtenfolge

gewdhrleistet werden.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist die
Isolationsschicht oder die Isolationsschichtenfolge eine

Passivierungschicht und/oder zumindest eine Luftschicht auf.

Die als Passivierungsschicht ausgebildete Isolationsschicht
oder Isolationsschichtenfolge ist bevorzugt elektrisch

isolierend ausgebildet, so dass mittels des Metallkdrpers
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kein Kurzschluss erzeugt werden kann. Des Weiteren schitzt
die Passivierungsschicht die Schichtenfolge vor
Verschmutzungen beispielsweise wdhrend eines Vereinzelns der

optoelektronischen Bauelemente.

Die Luftschicht kann zwischen der Passivierungsschicht und
der Schichtenfolge und/oder zwischen der Passivierungsschicht
und dem Metallkdrper angeordnet sein, so dass der
Metallkdrper elektrisch isoliert ist von der Schichtenfolge,

gso dass Kurzschllsse sicher vermieden werden kénnen.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist der

Metallkdérper als Metallmaske ausgebildet.

Dabei ist die Metallmaske derart ausgebildet, dass sie eine
Ausnehmung flr die jeweilige Schichtenfolge des
optoelektronischen Bauelementes aufweist, so dass der als
Meﬁallmaske ausgebildete Metallkdérper die Schichtenfolge
umfassen kann. Bevorzugt ist die Metallmaske als ringfdrmiger
Metallkdrper ausgebildet. Derart kann sie beispielsweise auf
die als Isolationsschicht oder Isolationsschichtenfolge
ausgebildete Isolierung der jeweiligen Seitenflache der
Schichtenfolge aufgebracht werden, so dass die erzeugte Warme
in der Schichtenfolge besonders gut an den Grundkdrper
abgeleitet werden kann. Bevorzugt kann die Metallmaske
mehrere Ausnehmungen fiir einen Verbund von Schichtenfolgen
aufweisen und somit gleichzeitig auf den Verbund von
Schichtenfolgen aufgebracht werden, so dass die jeweiligen
optoelektronischen Bauelemente besonders kostenglnstig

hergestellt werden kdénnen.
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In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist der
Metallkérper mittels eines galvanischen Verfahrens

hergestellt.

Mittels des galvanischen Verfahrens kann der Metallkdrper
besonders geeignet auf die jeweilige Isolierung der
Schichtenfolge aufgebracht werden, so dass der Metallkérper
in warmeleitenden Kontakt steht mit dem Grundkdérper. Dadurch
~kann die durch den Betrieb des optoelektronischen
Bauelementes erzeugte Warme gut abgeflhrt werden und somit
das optoelektronische Bauelement besonders effizient

betrieben werden.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist auf
zumindest einen Bereich einer dem Grundkdrper abgewandten
Oberflache der Schichtenfolge eine Stromverteilungsstruktur

aufgebracht.

Die Stromverteilungsstruktur stellt typischerweise eine
elektrische Kopplung zur Schichtenfolge des
optoelektronischen Bauelementes dar. Die
Stromverteilungsstruktur kann beispielsweise mittels
photolithographischen Verfahrens und/oder galvanischen
Verfahrens auf die dem Grundkdrper abgewandte Oberfliche der
Schichtenfolge aufgebracht sein. Dabei ist die
Stromverteilungsstruktur derart Uber die jeweilige Oberflédche
der Schichtenfolge aufgebracht, so z.B. in einer
quadratischen oder rechteckigen Struktur, dass ein wahrend
des Betriebes des optoelektronischen Bauelementes zugefihrter
Strom besonders homogen in die Schichtenfolge eingebracht
werden kann, so dass das optoelektronische Bauelement
besonders effizient betrieben werden kann. Eine derartig

ausgebildete Stromverteilungsstruktur auf der dem Grundkdrper
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abgewandten Oberfldche der Schichtenfolge ist besonders
geeignet flr groRflachige optoelektronische Bauelemente Fflur

Hochstromanwendungen.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung steht der
zumindest eine Metallkdrper elektrisch leitend mit der
Stromverteilungsstruktur und mit einem elektrischen
Anschlussbereich zum elektrischen Kontaktieren des

optoelektronischen Bauelementes in Kontakt.

Durch die weitere Nutzung des Metallkdrpers als elektrisch
leitende Verbindung Zzwischen der Stromverteilungsstruktur und
dem elektrischen Anschlussbereich zum elektrischen
Kontaktieren des optoelektronischen Bauelementes, kann das
optoelektronische Bauelement besonders kostenglinstig
hergestellt werden. Dabei stellt der elektrische
Anschlussbereich, der mittels des Metallkdrpers mit der
Stromverteilungsstruktur auf der Oberfliche der
Schichtenfolge gekoppelt ist, einen zweiten elektrischen
Anschlussbereich des optoelektronischen Bauelementes dar. Ein
erster elektrischer Anschlussbereich ist typischerweise der
der Grundfldche zugewandten Oberfldche der Schichtenfolge
zugeordnet. Dabei ist die jeweilige Isolierung bevorzugt
derart ausgebildet, dass sie elektrisch isolierend zwischen
dem ersten und zweiten elektrischen Anschlussbereich

angeordnet ist, so dass ein Kurzschluss vermieden wird.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist der
Grundkdérper als Keramikkdrper, als passivierter
Siliziumkdrper oder als passivierter metallischer K&rper

ausgebildet.
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Eine derartige Ausbildung des Grundkdrpers ist besonders
geeignet als Warmesenke und somit zum Ableiten der wahrend
des Betriebes des optoelektronischen Bauelementes erzeugten
Warme. Das hergestellte optoelektronische Bauelement
uﬁfassend den als Warmesenke ausgebildeten Grundkdrper kann
in bevorzugten Anwendungen derart angeordnet sein, dass der
Grundkdrper mit anderen Kdrpern aus geeigneten warmeleitenden
Material gekoppelt ist, so dass das optoelektronische
Bauelement besonders effizient betrieben werden kann.
Typischerweise sind elektrisch leitende Grundkdrper mittels
einer Passivierungsschicht, die geeignet warmeleitend
ausgebildet ist, beschichtet, auf die die Schichtenfolge
und/oder die elektrischen Anschlussbereiche aufgebracht

werden kdénnen.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist der
zumindest eine Metallkdrper zumindest einen der Bestandteile

Au, Ag oder Ni auf.

Derartige Materialien eignen sich besonders zum Abfihren von
Warme und gleichzeitig als elektrischer Leiter. Bei
geeigneter Kopplung des Metallkdrpers mit dem Grundkdrper,
kann das optoelektronische Bauelement besonders kostenglnstig

hergestellt werden und besonders effizient betrieben werden.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist der
zumindest eine Metallkdrper als Reflektor ausgebildet, zum
Reflektieren der elektromagnetischen Strahlung in eine

vorgegebene Abstrahlrichtung.

Der Metallkdérper kann als Gehduse der Schichtenfolge derart
ausgebildet sein, dass mittels seiner Kanten eine Reflektion

der emittierten elektromagnetischen Strahlung in eine
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vorgegebene Abstrahlrichtung gewdhrleistet werden kann. Durch
diese Ausbildung des Metallkorpers kann die
Abstrahlcharakteristik des'optoelektronischen Bauelementes
besonders vorteilhaft beeinflusst werden. Ein derartig
ausgebildetes optoelektronisches Bauelement zeichnet sich
durch eine kostengtinstige Herstellung und eine hohe Effizienz

aus.

Tn einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist das
optoelektronische Bauelement eine Konverterschicht mit
sumindest einem Leuchtstoff auf, die auf zumindest einem
Bereich der dem Grundkdrper abgewandten Oberfliche der
Schichtenfolgé aufgebracht ist und mit dem zumindest einen

Metallkdrper in warmeleitenden Kontakt steht.

Die Konverterschicht ist typischerweise als
Lumineszenzkonversionsschicht mit mindestens einem
Leuchtstoff ausgebildet. Der Leuchtstoff ist durch die von
dem optoelektronischen Bauelement emittierte
elektromagnetische Strahlung, die auch als eiektromagnetische
Priﬁérstrahlung bezeichnet werden kann, anregbar und
emittiert eine Sekundirstrahlung. Die Primdrstrahlung und die
Sekundarstrahlung weisen dabei unterschiedliche
Wellenldngenbereiche auf. Ein gewlunschter resultierender
Farbort des optoelektronischen Bauelementes kann
beispielsweise durch ein Einstellen eines
Mischungsverhiltnisses der Primdrstrahlung und dex
Sekundarstrahlung eingestellt werden. Typischerweise weist
die Konverterschicht zumindest ein Material aus der Gruppe
bestehend aus Silikonen, Siloxanen, Spin-on Oxiden und
photostrukturierbaren Materialien auf. Der zumindest eine
Leuchtstoff ist beispielsweise als organischer Leuchtstoff

und/oder liegt teilweise als Nanopartikel vor.
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Die Leuchtstoffe kénnen aufgrund der Anregung durch die
Primdrstrahlung, insbesonders bel einer UV-Primdrstrahlung
sehr stark erwdrmt werden und somit die Konvertexrschicht
stark erwarmen. Durch die warmeleitende Koppluhg des
Metallkdrpers mit einer derartigen Konverterschicht, kann die
erzeugte Warme in der Konverterschicht besonders gut an den
als Warmesenke ausgebildeten Grundkdrper abgefihrt werden und
somit das optoelektronische Bauelement besonders effizient
betrieben werden. Ferner kann eine Farbortschwankung
unterbunden werden und somit die Abstrahlcharakteristik des
optoelektronischen Bauelementes besonders vorteilhaft

beeinflusst werden.

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind im Folgenden anhand

der schematischen Zeichnungen n&her erldutert. Es zeigen:

Figur 1 schematische Schnittansichten eines

optoelektronischen Bauelements,

Figuren 2A, 2B jeweils eine weitere schematische
Schnittansicht eines optoelektronischen

Bauelementes,

Figur 3 eine schematische Draufsicht eines

optoelektronischen Bauelementes,

Figur 4 eine weitere schematische Schnittansicht eines

optoelektronischen Bauelementes mit Metallmaske,

Figur 5 eine schematische Darstellung eines Verbundes

mehrerer optoelektronischer Bauelemente.
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In den Ausflihrungsbeispielen und Figuren sind gleiche oder
gleichwirkende Bestandteile jeweils mit gleichen
Bezugszeichen versehen. Die dargestellten Bestandteile sowie
die GréBenverhiltnisse der Bestandteile untereinander sind
nicht als maRstabsgerecht anzusehen. Vielmehr sind einige
Details der Figuren zum besseren Verstandnis Ubertrieben grof

dargestellt.

In Figur 1 ist ein optoelektronisches Bauelement 10
dargestellt, das beispielsweise als Lumineszenzdiode
ausgebildet ist. Das optoelektronische Bauelement 10 umfasst
einen Grundkdper 11, der beispielsweise als Keramikkdrper
oder als passivierter metallischer Kdrper oder als
passivierter Siliziumkdrper ausgebildet ist. Der Grundkdrper
11 ist bevorzugt als Warmesenke mit geringem
Warmeleitwiderstand ausgebildet und weist typischerweise eine
geringe Dicke auf, so z.B. 100 um, wodurch eine geringe
Bauh®dhe des optoelektronischen Bauelementes erzielt werden
kann. Insbesondere ist der Grundkdrper eine Folie. Der
Grundkodrper 11 dient als Trager flir eine Schichtenfolge 17,
die dazu ausgebildet ist, bei Beaufschlagung mit elektrischem
Strom eine elektromagnetische Strahlung zu emittieren. Die
Schichtenfolge 17 ist beispielsweise als Dlinnfilmschicht

ausgebildet.

Die Dfinnfilmschicht basiert beispielsweise auf Nitrid-
Verbindungshalbleitermaterialien und weist mindestens einen
aktiven Bereich auf, der geeignet ist, die elektromagnetische
Strahlung zu emittieren. Die elektromagnetische Strahlung
weist beispielsweise Wellenléngen aus dem blauen und/oder
ultravioletten Spektrum auf. Dabei ist die Schichtenfolge 17
typischerweise auf einem separaten Aufwachssubstrat

aufgewachsen, nachfolgend von diesem abgeldst sowie auf den
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Grundkdrper 11 aufgebracht worden. Die Ablésung kann mittels
eines Laserabldseverfahrens erfolgen, wie es beispielsweise
aus der WO 98/14986 bekannt ist, deren Inhalt hiermit
diesbezliglich einbezogen ist. Alternativ kann die Ablosung
durch Atzen oder ein sonstiges geeignetes Abhebeverfahren

erfolgen.

Nitrid-Verbindungshalbleitermaterialien sind Verbindungs-

halbleitermaterialien, die Stickstoff enthalten, wie
Materialien aus dem System InAl,Ga;.,. N mit 0 < x <1, 0 =Yy

<1und x +y £ 1. Die Diunnfilmschicht weist z.B. mindestens
eine Halbleiterschicht aus einem Nitrid-Verbindungs-

halbleitermaterial auf.

In dem aktiven Bereich der Schichtenfolge 17 kann
beispielsweise ein herkémmlicher pn-Ubergang, eine
Doppelheterostruktur, eine Einfach-Quantentopfstruktur (SQW-
Struktur) oder eine Mehrfach-Quantentopfstruktur .(MQOW-
Strukur) enthalten sein. Solche Strukturen sind dem Fachmann
bekannt und werden von daher an dieser Stelle nicht naher

erlautert.

Die Schichtenfolge 17 weist an deren Seitenfldchen eine als
TIsolationsschicht ausgebildete Isolierung 12 auf, die
beispielsweise als Passivierungsschicht ausgebildet ist und
als Bestandteil beispielsweise SiO, aufweist. Ferner kann die
Isolierung 12 als eine auf die Schichtenfolge 17 aufgebrachte
Lackschicht ausgebildet sein. Die Isolierung 12 weist
bevorzugt elektrisch isolierende Eigenschaften auf, d.h.
einen besonders hohen elektrischen Widerstand. Die als
Passivierungsschicht ausgebildete Isolierung 12 kann direkt
mit den Seitenfl&chen der Schichtenfolge 17 in Kontakt

stehen. Alternativ kann die Schichtenfolge 17 an deren
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Seitenfl&chen eine als Isolationsschichtenfolge ausgebildete
Isolierung 12 aufweisen. Diese kann neben der
Passivierungsschicht zumindest eine weitere Schicht
aufweisen, so z.B. eine Luftschicht und/oder eine
Lackschicht, die beispielsweise zwischen den Seitenflachen
der Schichtenfolge 17 und der Passivierungsschicht angeordnet

ist.

Zwischen der Schichtenfolge 17 und dem Grundkdrper 11 ist
eine reflektierende elektrische Kontaktstruktur 18
angeordnet, die mit einem ersten elektrischen
Anschlussbereich 13 elektrisch gekoppelt ist. An der
reflektierenden elektrischen Kontaktstruktur 18 wird die von
der Schichtenfolge 17 emittierte elektromagnetische Strahlung
reflektiert. Der erste elektrische Anschlussbereich 13 ist
auf einer weiteren Isolationsschicht 12, die beispielsweise
als Passivierungsschicht ausgebildet ist, auf den Grundkdérper
11 aufgebracht. Der erste elektrische Anschlussbereich 13
kann aber auch ohne weitere Isolierung 12 auf den Grundkorper

11 aufgebracht werden.

Die Schichtenfolge 17 ist mittels der reflektierenden
elektrischen Kontaktstruktur 18 auf den Grundkdrper 11
geldtet oder geklebt, wobei der Grundkdrper 11 bevorzugt
elektrisch isolierend ausgebildet ist, d.h. einen besonders
hohen elektrischen Widerstand aufweist. Alternativ kann die
Schichtenfolge 17 aber auch mittels eines elektrisch
isolierenden Lotg oder einer Passivierungsschicht zwischen
reflektierender elektrischer Kontaktstruktur 18 und

Grundkdrper 11 auf diesen aufgebracht sein.

auf einer dem Grundkdérper 11 abgewandten Oberfldche der

Schichtenfolge 17 ist eine Stromverteilungsstruktur 14
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aufgebracht. Diese ist typischerweise metallisch, so z.B. aus
Au oder Ag, auf der Oberfldache der Schichtenfolge 17
ausgebildet. Typischerweise verlduft die
Stromverteilungsstruktur 14 in Form von Kontaktstegen Uber
die Oberfliche der Schichtenfolge 17. Bevorzugt bilden die
Kontaktstege die Umrisse mehrerer Rechtecke oder Quadrate
aus. Begonders bevorzugt weisen die mehreren Rechtecke oder
Quadrate jeweils zumindest.eine gemeinsame Seitenkante (in
Figur 1 nicht dargestellt), besonders bevorzugt sogar zwei
gemeinsame Seitenkanten, auf. Insbesondere kdnnen die
Kontaktstege den Umriss mehrerer Quadrate und/oder Rechtecke
ausbilden, die jeweils einen gemeinsamen Eckpunkt aufweisen.
Die Stromverteilungsstruktur 14 ist dazu ausgebildet, bel
Beaufschlagung mit einem Strom, diesen homogen in die
Schichtenfolge 17 einzubringen, um eine mdglichst homogene
Stromverteilung in der Schichtenfolge 17 zu gewdhrleisten.
Mittels derartiger Stromverteilungsstrukturen 14 kann eine
besonders homogene Abstrahlcharakteristik des jeweiligen
optoelektronischen Bauelementes 10 erreicht werden,
insbesondere wenn diese besonders grofiflidchig, so z.B.

> 1 mm®, ausgebildet ist.

Neben der reflektierenden elektrischen Kontaktstruktur 18 ist
auf dem Grundkdérper 11 ein zweiter elektrischer
Anschlussbereich 16 aufgebracht, der mit der
Stromverteilungsstruktur 14 mittels eines Metallkdrpers 15
elektrisch gekoppelt ist. Der Metallkdrper 15 ist auf
zumindest einem Bereich der Isolierung 12 der Schichtenfolge
17 aufgebracht und weist beispielsweise eine
Passivierungsschicht auf. Alternativ kann der Metallkérper 15
aber auch auf zumindest einen Bereich einer als
Tsolationsschichtenfolge ausgebildeten Isolierung 12

aufgebracht werden, die beispielsweise eine
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Passivierungsschicht und eine Luftschicht aufweist. Der
Metallkdrper 15 ist beispielsweise mittels eines galvanischen
Verfahrens auf den zweiten Anschlussbereich 16 und/oder der
Isolierung. 12 aufgebracht. Grundsdtzlich sind aber auch
andere einem Fachmann bekannte Verfahren zum Aufbringen des
Metallkdrpers 15 einsetzbar. Der Metallkdrper 15 kann dabei
direkt auf zumindest einen Bereich der als
Passivierungsschicht ausgebildeten Isolierung 12 aufgebracht
sein. Zwischen dem Metallkdrper 15 und der
Passivierungsschicht kann aber auch eine weitere Schicht
zumindest bereichsweise angeordnet sein, so z.B. eine
Luftschicht. Der Metallkdrper 15 enthdlt typischerweise
Bestandteile von Au, Ag, oder Ni und zeichnet sich somit
durch einen geringen WArmeleitwiderstand, sowie einen
geringen elektrischen Widerstand aus. Der Metallkdrper 15 ist
mittels des zweiten Anschlussbereiches 16 warmeleitend mit

dem Grundkodérper 11 gekoppelt.

Beispielsweise werden der erste und zweite elektrische
Anschlussbereich 13 und 16 entweder unter Verwendung einer
Schablone aufgedruckt oder vollflédchig aufgebracht und
nachfolgend mittels Photolithographie in gewlinschter Weise
strukturiert. Vorzugsweise wird der erste und zweite
Anschlussbereich 13 und 16 aus einem Metall oder einer
Metallverbindung gebildet. Insbesondere enthdlt der erste und

zweite Anschlussbereich 13 und 16 Au oder Ag.

Die wihrend eines Betriebs des optoelektronischen
Bauelementes 10 erzeugte Warme kann senkrecht zur
Schichtenfolge 17 in den Grundkdrper 11 abgeleitet werden und
zusidtzlich mittels des Metallkdrpers 15 lateral zur
Schichtenfolge 17 in den Grundkdrper 11 abgeleitet werden
(siehe Pfeile 19) . Dabei kann der Metallkdrper 15 abhiangig
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von der jeweiligen Anforderung der Warmeableitung des
optoelektronischen Bauelementes 10 mehr oder weniger
groBvolumig ausgebildet sein. Insbesonders bei,
optoelektronischen Bauelementen 10 flr Hochstromanwendungen,
die beispielsweise Kantenlange von 1 mm aufweisen und bei
einer Versorgungsspannung von 3 V bis 4 V beispielsweise
einen Strom von 1 A zum Betrieb bendtigen, ist der

Metallkdrper 15 besonders groRvolumig und groRflichig mit dem
| zweiten Anschlussbereich 16 gekoppelt, um die erzeugte Warme

besonders effizient an den Grundkdrper 11 abzufihren.

Die reflektierende elektrische Kontaktstruktur 18 und der
zweite elektrische Anschlussbereich 16 sind mittels der
Isolierung 12 elektrisch voneinander isoliert, so dass ein
Kurzschluss zwischen den beiden Anschlussbereichen vermieden

werden kann.

Grundsatzlich kann das optoelektronische’Bauelement 10 auch
derart ausgebildet sein, dass die Stromverteilungsstruktur 14
nicht mittels des Metallkdrpers 15 mit dem zweitén
elektrischen Anschlussbereich 16 gekoppelt ist. In derartigen
Ausbildungen wird der Metallkdérper 15 typischerweise nur zur
Warmeableitung verwendet und kann somit auch direkt auf den
Grundkdérper 11 aufgebracht werden, so dass eine besonders

hohe Warmeableitung gewdhrleistet ist.

In Figur 2A ist ein weiteres Ausfilhrungsbeispiel eines
optoelektronischen Bauelements 10 dargestellt mit einem
Metallkdrper 15, der als Metallumrandung ausgebildet alle
vier Seitenfl&chen der Schichtenfolge 17 umrandet (in Figur
22 gind nur die linke und rechte Seitenfldche dargestellt),
wobei der Metallkdrper 15 nicht elektrisch gekoppelt ist mit

der Stromverteilungsstruktur 14 auf der dem Grundkdérper 11



WO 2009/079978 PCT/DE2008/002036

- 16 -

abgewandten Oberfldche der Schichtenfolge 17. Alternativ kann
die Stromverteilungsstruktur 14 mittels Bonddrahts mit dem
zweiten elektrischen Anschlussbereich 16 elektrisch gekoppelt
sein (nicht dargestellt), wobei der Bonddraht beispielsweise
einem Eckpunkt zumindest eines Rechtecks oder Quadrats,
dessen Umriss durch die Kontaktstege ausgebildet wird,
zugeordnet ist. Insbesondere kann der Bonddraht einem
gemeinsamen Eckpunkt mehrerer Quadrate und/oder Réchtecke
zugeordnet sein. Durch die warmeleitende Kontaktierung des
Metallkdrpers 15 an mehreren Seitenfldchen der Schichtenfolge
17, kann die Effizienz der lateralen Warmeableitung in den
Grundkdérper 11 noch erhdht werden, wobei darauf zu achten '
ist, dass der Metallkdrper 15 nicht zugleich elektrisch
gekoppelt ist mit dem ersten und zweiten elektrischen

Anschlussbereich 13 und 16.

Das optoelektronische Bauelement 10 zeichnet sich ferner
dadurch aus, dass es eine als Lumineszenzkonversionsschicht
ausgebildete Konverterschicht 20a umfasst mit mindestens
einem Leuchtstoff. Als Leuchtstoff sind beispielsweise
anorganische Leuchtstoffe geeignet, die mit seltenen Erden,
insbesgondere mit Ce oder Tb, dotierte Granate, die bevorzugt
eine Grundstruktur A;Bs;0,, aufweisen, oder organische

Leuchtstoffe, wie Perylen-Leuchtstoffe.

Die Konverterschicht 20a ist mittels einer transparenten
Zwischenschicht 21 mit der dem Grundkdrper 11 abgewandten
Oberfliche der Schichtenfolge 17 gekoppelt. Typischerweise
ist die transparente Zwischenschicht als Passivierungsschicht
ausgebildet. Die transparente Zwischenschicht 21 ist
bevorzugt warmeleitend, d.h. mit einem geringen
Warmeleitwiderstand, ausgebildet und ferner wirmeleitend mit

dem Metallkdérper 15 gekoppelt. Eine derartige Ausbildung des
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optoelektronischen Bauelementes 10 ist besonders geeignet,
die erzeugte Warme der Schichtenfolge 17 abzuflhren und eine
von dem Leuchtstoff der Konverterschicht 20a erzeugte Warme,
die wdhrend der Umwandlung von der Primdrstrahlung in die
Sekundarstrahlung erzeugt wird, insbesondere bei einer
Primarstrahlung im UV-Wellenlangenbereich, zum Grundkdrper 11

abzuleiten.

In einem weiteren vorteilhaften Ausfihrungsbeispiel ist der
Metallkdrper 15 derart ausgebildet und geformt, dass er an
den MetallkOrper-Kanten 22, die der Hauptabstrahlrichtung der
emittierten elektromagnetischen Strahlung der Schichtenfolge
17 zugeordnet sind, reflektierend wirkt und somit die
Abstrahlcharakteristik des optoelektronischen Bauelementes 10

vorteilhaft beeinflusst.

Der Metallkdrper 15 stellt ein Gehduse des optoelektronischen
Bauelementes 10 dar, auf das zusatzliche optische Elemente
und/oder Schichten, wie z.B. optische Linsen und/oder
Abdeckschichten mit strahlformenden Eigenschaften aufgebracht

werden kénnen.

Beispielsweise ist in dem in Figur 2B dargestellten
Ausfihrungsbeispiel eine Konverterkeramik 20b auf dem
Metallkdrper 15 aufgebracht. Eine Konverterkeramik ist
insbesondere eine Grundplatte, umfassend als Grundmaterial
beispielsweise eine Keramik, in der ein Leuchtstoff
eingebracht ist, der Primdrstrahlung einer ersten Wellenlange
absorbiert und in Sekunddrstrahlung einer weiteren, von der
ersten Wellenldnge verschiedenen Wellenldnge umwandelt. Als
Leuchtstoff sind beispielsweise oben genannte anorganische

Leuchtstoffe geeignet.
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Der MetallkOrper 15 dient in dem Ausfihrungsbeispiel der
Figur 2B als Stltztrdger der Konverterkeramik 20b. Ferner
kann mit Voréeil Uber den Metallkdrper 15 eine von dem
Leuchtstoff der Konverterkeramik 20b erzeugte Warme, die
wahrend der Umwandlung von der Primdrstrahlung in die
Sekundarstrahlung erzeugt wird, insbesondere bei einer
Primarstrahlung im UV-Wellenldngenbereich, zum Grundkdrper 11

abgeleitet werden.

Zwischen der Konverterkeramik 20b und der Schichtenfolge 17
kann Luft angeordnet sein. Luft weist eine niedrige
Warmeleitfdhigkeit auf, sodass eine thermische Isolierung
zwischen der Konverterkeramik 20b und der Schichtenfolge 17
erzielt werden kann. Alternativ kann die Konverterschicht 20b
entsprechend dem Ausfihrungsbeispiel der Figur 2A mittels
einer transparenten Zwischenschicht mit der dem Grundkdrper
11 abgewandten Oberfldche der Schichtenfolge 17 verbunden

sein.

Im Ubrigen stimmt das Ausfilhrungsbeispiel der Figur 2B mit

dem Ausflihrungsbeispiel der Figur 1 lberein.

In Figur 3 ist eine Draufsicht auf ein optoelektronisches
Bauelement 10 dargestellt. Auf dem Grundkdrper 11 sind der
erste und zweite elektrische Anschlussbereich 13 und 16 des
optoelektronischen Bauelementes 10 aufgebracht. Der erste
elektrische Anschlussbereich 13 ist mit der reflektierenden
elektrischen Kontaktstruktur 18 elektrisch gekoppelt (nicht
dargestellt) . Der zweite elektrische Anschlussbereich 16 ist
mittels des Metallkdrpers 15 mit der Stromverteilungsstruktur
14 elektrisch gekoppelt. Die Stromverteilungsstruktur 14 ist
als rechteckige Struktur auf die dem Grundkdrper abgewandten

Oberflache der Schichtenfolge 17 aufgebracht, so z.B. mittels
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eines galvanischen Verfahrens. Mittels der rechteckig
angeordneten Stromverteilungsstruktur 14 kann der Strom
besonders homogen der Schichtenfolge 17 zugefthrt werden, um
eine besonders homogene Abstrahlcharakteristik, insbesonders
bei grofRfldchigen optoelektronischen Bauelementen zu
gewdhrleisten. Die Stromverteilungsstruktur 14 kann
alternativ aber auch quadratisch oder in Form von
konzentrischen Quadraten und/oder Rechtecken mit zumindest

einem gemeinsamen Eckpunkt angeordnet sein.

Der Grundkoérper 15 umschlieRt die Schichtenfolge 17 an drei
Seitenfléchen und gewdhrleistet dadurch eine besonders gute
Warmeableitung in den Grundkdrper 11. Auch eine Umrandung

aller vier Seitenfldchen der Schichtenfolge 17 ist mdglich.

In Figur 4 ist ein weiteres optoelektronisches Bauelement 10
dargestellt mit der Schichtenfolge 17 und einer darauf
aufgebrachten Stromverteilungsstruktur 14. Die Figur 4 zeigt
ein weiteres Ausflihrungsbeispiel bei dem der Metallkdrper 15
nicht galvanisch aufgebracht wird, sondern als Metallmaske
ausgebildet auf die Isolierung 12 der Schichtenfolge 17
aufgebracht wird. Der als Metallmaske ausgebildete
Metallkdrper 15 umfasst typischerweise eine Ausnehmung in
Form der Schichtenfolge 17 und kann direkt auf die Isolierung
12 der Schichtenfolge 17 aufgebracht, so z.B. aufgeldtet oder
gek;ebt, werden. Der als Metallmaske ausgebildete
Metallkdrper 15 kann derart ausgebildet sein, dass nur
jeweils eine Seitenfldche der Schichtenfolge 17 mit dem
Metallkdrper 15 bedeckt wird. Die Metallmaske kann aber auch
ringférmig ausgebildet sein, so dass mehr als eine
Seitenfliche mittels des Metallkérpers 15 bedeckt ist. Das
Aufbringen des als Metallmaske ausgebildeten Metallkdrpers 15

ist besonders dann vorteilhaft, wenn die Metallmasgke mehrere
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Ausnehmungen in Form der Schichtenfolge 17 aufweist und somit
ein Verbund von Schichtenfolgen 17 von optoelektronischen
Bauelementen 10 auf beispielsweise einem gemeinsamen
Grundkdrper 11 mit einem Metallkdérper 15 versehen werden.
Eine derartige Herstellung von optoelektronischen

Bauelementen ist besonders kostenglnstig.

In einem weiteren AusfUhrungsbeispiel kann das
optoelektronische Bauelement 10 derart ausgebildet sein, dass
der erste elektrische Anschlussbereich 13 mittels einer
nicht-reflektierenden elektrischen Kontaktstruktur 18 mit der
dem Grundkdrper 15 zugeordneten Oberfldche der Séhichtenfblge
gekoppelt ist. Ferner kann der Grundkdrper 11 im Bereich der
Schichtenfolge 17 (gestrichelten Linien in Figur 4)
transparent, so z.B. mit Glas, oder mit einer Ausnehmung in
Form der Schichtenfolge 17 ausgebildet sein, so dass das
optoelektronische Bauelement 10 die elektromagnetische
Strahlung in eine dem Grundkdrper 11 abgewandten
Abstrahlrichtung emittiert und eine dem Grundkdrper 11
zugewandten Abstrahlrichtung emittiert. Auch bei einer
derartigen Ausbildung des optoelektronischen Bauelementes 10
ist éichergestellt, dass die Warme lateral mittels des

Metallkdrpers 15 in den Grundkdrper 11 abgeleitet wird.

In Figur 5 ist eine Draufsicht eines Verbundes mehrerer
optoelektronischer Bauelemente 10 auf einem Grundkdrper 11
dargestellt. Jeder der dargestellten optoelektronischen
Bauelemente 10 umfasst den ersten und zweiten elektrischen
Anschlussbereich 13 und 16. Je nach Anforderung, kénnen die
einzelnen optoelektronischen Bauelemente 10 elektrisch
zusammengeschaltet werden, so z.B. in Reihenschaltung. Die
elektrische Kontaktierung der jeweiligen optoelektronischen

Bauelemente 10 kann beispielsweise mittels
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photolithographischen Verfahrens erfolgen. Auch ein als
Metallmaske ausgebildeter Metallkdrper 15, der eine Mehrzahl
von Ausnehmungen flUr alle Schichtenfolgen 17 des Verbundes

von pptoelektronischen Bauelementen 10 aufweist, ist denkbar.

Jeder der optoelektronischen Bauelemente 10 umfasst jeweils
einen Metallkdérper 15 auf einer als Isolationsschicht oder
als Isolationsschichtenfolge ausgebildeten Isolierung 12.
Durch eine derartige Ausbildung der einzelnen
optoelektronischen Bauelemente 10 ist die bendtigte Flache
des jeweliligen optoelektronischen Bauelementes 10 besonders
gering und somit kann die Bauelementdichte auf einem
vorgegebenen Grundkdrper 11 besonders hoch ausgelegt werden.
Grundsatzlich kann der Metallkdrper 15 aber auch ringférmig

um die Schichtenfolge 17 ausgebildet sein.

Die in Figur 5 dargestellten optoelektronischen Bauelemente
10 sind rechteckig ausgebildet. Aber auch andere Formen der
optoelektronischen Bauelemente 10 sind denkbar, so z.B. eine
sechseckige Form oder eine runde Form. Insbesondere im

Hinblick auf eine optimale Warmeableitung und/oder eine

optimale Nutzung der vorgegebenen Flache des Grundkdrpers 11
ist zu entscheiden, welche Form am geeignetsten auszubilden

ist.
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Ferner kann der in Figur 5 dargestellte Verbund von
optoelektronischen Bauelementen 10 mit zusatzlichen
elektronischen Bauelementen bestlickt werden, so z.B.
Kondensatoren, Widerstinden und/oder Induktivit&ten. Die
zusdtzlichen elektronischen Bauelemente kdénnen zu einer
vorgegebenen Schaltungsanordnung zur Ansteuerung der
optoelektronischen Bauelemente angeordnet sein, so z.B. zur

Strombegrenzung oder Helligkeitssteuerung.
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Bauelement (10) mit zumindest einem
Metallkdrper (15) und einer Schichtenfolge (17), die auf
einem Grundkdérper (11) aufgebracht ist und die dazu
ausgebildet ist, eine elektromagnetische Strahlung zu
emittieren und bei der auf zumindest einer Seitenfléche eine
Isolierung (12) aufgebracht ist, wobel der zumindest eine
Metallkdrper (15) auf zumindest einen Bereich der Isolierung
(12) aufgebracht ist und so ausgebildet ist, dass er in

warmeleitenden Kontakt steht mit dem Grundkérper (11).

2. Optoelektronisches Bauelement (10) nach Anspruch 1, bei
dem die Isolierung (12) als Isolationsschicht oder als

Isolationsschichtenfolge ausgebildet ist.

3. Optoelektronisches Bauelement (10) nach Anspruch 2, bei
dem die Isolationsschicht oder die Isolationsschichtenfolge
eine Passivierungsschicht und/oder zumindest eine Luftschicht

aufweist.

4. Optoelektronisches Bauelement (10) nach einem der
vorstehenden Ansprlche, bei dem der zumindest eine

Metallkdrper (15) als Metallmaske (40) ausgebildet ist.

5. Optoelektronisches Bauelement (10) nach einem der
vorstehenden Ansprliche, bei dem der zumindest eine

Metallkdrper (15) mittels eines galvanischen Verfahrens

hergestellt ist.

6. Optoelektronisches Bauelement (10) nach einem der

vorstehenden Anspriiche, bei dem auf zumindest einen Bereich

einer dem Grundkdrper (11) abgewandten Oberflache der
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Schichtenfolge (17) eine Stromverteilungsstruktur (14)

aufgebracht ist.

7. Optoelektronisches Bauelement (10) nach Anspruch 6, bei
dem der zumindest eine Metallkdrper (15) elektrisch leitend
mit der Stromverteilungsstruktur (14) und mit einem
elektrischen Anschlussbereich (16) zum elektrischen
Kontaktieren des optoelektronischen Bauelementes (10) in

Kontakt steht.

8. Optoelektronisches Bauelement (10) nach einem der
vorstehenden Anspriche, bei dem der Grundkdédrper (11) als
Keramikkorper, als passivierter Siliziumkdrper oder als

passivierter metallischer Korper ausgebildet ist.

9. Optoelektronisches Bauelement (10) nach einem der
vorstehenden Anspriiche, bei dem der zumindest eine
Metallkdrper (15) zumindest einen der Bestandteile Au, Ag

oder Ni aufweist.

10. Optoelektronisches Bauelement (10) nach einem der
vorstehenden Anspriche, bei dem der zumindest eine
Metallkdérper (15) als Reflektor ausgebildet ist, zum
Reflektieren der elektromagnetischen Strahlung in eine

vorgegebene Abstrahlrichtung.

11. Optoelektronisches Bauelement (10) nach einem der
vorstehenden Ansprliche, das eine Konverterschicht (20a) mit
zumindest einem Leuchtstoff aufweist, die,auf zumindest einem
Bereich der dem Grundkdrper (11) abgewandten Oberflache der
Schichtenfolge (17) aufgebracht ist und mit dem zumindest

einen Metallkdérper (15) in warmeleitenden Kontakt steht.
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12. Optoelektronisches Bauelement (10) nach einem der
vorstehenden Anspriiche, das eine Konverterkeramik (20b) mit
zumindest einem Leuchtstoff aufweist, die auf zumindest einem
Bereich der dem Grundkdérper (11) abgewandten Oberfldche des
Metallkdrpers (15) aufgebracht ist und mit dem zumindest

einen Metallkdrper (15) in warmeleitenden Kontakt steht.
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